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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anzei-
gevorrichtung mit aktiver Matrix, in der der Antrieb
von Lumineszenzelementen, wie LEDs (Leuchtdio-
den) oder EL- (Elektrolumineszenz-) Elementen, die
Licht emittieren, wenn ein Antriebsstrom durch einen
organischen Halbleiterfilm geleitet wird, von Dinn-
filmtransistoren (in der Folge als TFTs bezeichnet)
gesteuert wird. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung eine Technik zur Optimierung der Anord-
nung zur Verbesserung der Anzeigeleistung.

[0002] Es wurden Anzeigevorrichtungen mit aktiver
Matrix offenbart, die stromgesteuerte Lumineszenze-
lemente, wie EL-Elemente oder LEDs verwenden.
Alle Arten von Lumineszenzelementen, die in Anzei-
gevorrichtungen dieser Art verwendet werden, haben
die Fahigkeit, Licht zu emittieren. Daher ist in Anzei-
gevorrichtungen dieser Art im Gegensatz zu Flissig-
kristall-Anzeigevorrichtungen kein Gegenlicht erfor-
derlich.

[0003] Die Europaische Patentverdffentlichung Nr.
0717446A2 mit dem Titel "TFT-EL display panel
using organic electroluminescent media" offenbart
eine Flachschirmanzeige, die Dinnfilmtransis-
tor-Elektrolumineszenz- (TFT-EL-) Pixel umfasst. Ein
Adressierschema, das zwei TFTs und einen Spei-
cherkondensator enthalt, wird verwendet, damit das
EL-Pixel auf dem Schirm bei einer relativen Ein-
schaltdauer nahe 100% arbeiten kann.

[0004] Die Europaische Patentanmeldung Nr.
98937856.7 mit dem Titel "Active Matrix Display De-
vice" offenbart eine Anzeigevorrichtung mit aktiver
Matrix, in der eine parasitare Kapazitat oder derglei-
chen durch Bilden eines dicken Isolierfilms um einen
organischen Halbleiterfilm unterdriickt wird, und kei-
ne Trennung oder dergleichen in der Gegenelektrode
auftritt, die auf der oberen Schicht des dicken Isolier-
films gebildet ist.

[0005] Die Europaische Patentanmeldung Nr.
98929802.1 mit dem Titel "Display Apparatus" offen-
bart eine Anzeigevorrichtung, die imstande ist, die
Anzeigequalitat durch Erweitern der Lichtemissions-
flache von Pixeln durch Verbesserung der Anord-
nung von Pixeln und allgemeinen Stromversorgungs-
leitungen, die auf einem Substrat gebildet sind, zu
verbessern. Beide obengenannten Anmeldungen
sind mit der vorliegenden gleichzeitig anhangig.

[0006] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das ein Bei-
spiel fur eine solche Anzeigevorrichtung mit aktiver
Matrix zeigt, in der organische Dunnfilm-EL-Elemen-
te vom Tragerinjektionstyp verwendet werden. Die
Anzeigevorrichtung 1A, die in dieser Figur dargestellt
ist, enthalt verschiedene Elemente, die auf einem
transparenten Substrat gebildet sind, wie eine Viel-

zahl von Abtastleitungen "gate", eine Vielzahl von
Datenleitungen "sig", die sich in eine Richtung erstre-
cken, die die Richtung schneidet, in die sich die Ab-
tastleitungen "gate" erstrecken, eine Vielzahl von all-
gemeinen Stromversorgungsleitungen "com", die
sich in eine Richtung parallel zu den Datenleitungen
"sig" erstrecken, und Pixelbereiche, die an Schnitt-
punkten der Datenleitungen "sig" und der Abtastlei-
tungen "gate" angeordnet sind. Zum Antreiben der
Datenleitungen "sig" ist eine Datenleitungsantriebs-
schaltung 3 bereitgestellt, die ein Schieberegister,
Pegelverschieber, Videoleitungen und Analogschal-
ter enthalt. Ebenso ist zum Antreiben der Abtastlei-
tungen eine Abtastleitungsantriebsschaltung 4 be-
reitgestellt, die ein Schieberegister und Pegelver-
schieber enthalt. Jeder Pixelbereich 7 enthalt einen
ersten TFT 20 mit einer Torelektrode, zu der ein Ab-
tastsignal tber eine Abtastleitung zugeleitet wird, ei-
nen Haltekondensator "cap" zum Halten eines Bildsi-
gnals, das von einer Datenleitung "sig" durch den
ersten TFT 20 zugeleitet wird, einen zweiten TFT 30
mit einer Torelektrode, zu der das Bildsignal, das vom
Haltekondensator "cap" gehalten wird, zugeleitet
wird, und ein Lumineszenzelement 90, in das ein An-
triebsstrom flieRt, wenn das Lumineszenzelement 40
Uber den zweiten TFT 30 an eine allgemeine Strom-
versorgungsleitung "com" elektrisch angeschlossen
ist.

[0007] In jedem Pixelbereich, wie in Fig. 14(A) und
14(B) dargestellt, sind der erste TFT 20 und der zwei-
te TFT 30 unter Verwendung von zwei, jeweils insel-
férmigen Halbleiterfilmen gebildet, wobei einer der
Source- und Drain-Bereiche des zweiten TFT 30 Uber
ein Kontaktloch, das in einem ersten Zwischen-
schicht-Isolierfilm 51 gebildet ist, an eine Verbin-
dungselektrode 35 elektrisch angeschlossen ist, und
die Verbindungselektrode 35 an eine Pixelelektrode
41 elektrisch angeschlossen ist. An oberen Schich-
ten Uber den Pixelelektroden 41 sind eine Locherin-
jektionsschicht 42, ein organischer Halbleiterfilm 43
und eine Gegenelektrode "op" bereitgestellt, die in ei-
ner mehrschichtigen Struktur bereitgestellt sind. Die
Gegenelektrode "op" erstreckt sich Uber die Datenlei-
tungen "sig" und andere Leitungen Uber eine Vielzahl
von Pixelbereichen 7.

[0008] Der andere der Source- und Drain-Bereiche
des zweiten TFT 30 ist Uber ein Kontaktloch an die
allgemeine Stromversorgungsleitung "com" elek-
trisch angeschlossen. Andererseits ist in dem ersten
TFT 20 einer der Source- und Drain-Bereiche an eine
Potenzialhalteelektrode "st" elektrisch angeschlos-
sen, die ihrerseits an eine Verlangerung 310 der Tor-
elektrode 31 elektrisch angeschlossen ist. Ein Halb-
leiterfilm 400, der mit einer Storstelle dotiert ist, so
dass er Leitfahigkeit besitzt, ist unter der Verlange-
rung 310 so angeordnet, dass der Halbleiterfilm 400
und die Verlangerung 310 einander Uber einen Tori-
solierfilm 50 zugewandt sind. Infolgedessen ist ein
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Haltekondensator "cap" mit der Verlangerung 310,
dem Torisolierfilm 50 und dem Halbleiterfilm 400 ge-
bildet. Der Halbleiterfilm 400 ist Gber ein Kontaktloch,
das in dem ersten Zwischenschicht-Isolierfiim 51 ge-
bildet ist, an die allgemeine Stromversorgungsleitung
"com" elektrisch angeschlossen. Der Haltekondensa-
tor "cap" halt das Bildsignal, das von der Datenleitung
"sig" Uber den ersten TFT 20 zugeleitet wird, so dass
die Torelektrode 31 des zweiten TFT 30 bei einem
Potenzial gehalten wird, das dem Bildsignal ent-
spricht, selbst nachdem der erste TFT 20 abgeschal-
tet wurde. Dadurch flieRt der Antriebsstrom bestan-
dig von der allgemeinen Stromversorgungsleitung
"com" in das Lumineszenzelement 40, und somit
strahlt das Lumineszenzelement 40 weiterhin Licht
aus.

[0009] In der zuvor beschriebenen Anzeigevorrich-
tung ist die Gegenelektrode "op", die den Pixelelekt-
roden 41 gegenuberliegt, im Gegensatz zu Flissig-
kristall-Anzeigevorrichtungen, auf demselben Subst-
rat 10 gebildet, auf dem die Pixelelektroden 41 gebil-
det sind, so dass sich die Gegenelektrode "op" Uber
die gesamte Oberflache des transparenten Substrats
10 oder Uber die Vielzahl von Pixelbereichen 7 er-
streckt, und somit befindet sich nur ein zweiter Isolier-
film 52 zwischen der Gegenelektrode "op" und den
Datenleitungen "sig". Infolgedessen haben die Da-
tenleitungen "sig" eine groRe parasitare Kapazitat,
die bei den Datenleitungen "sig" eine grof3e Last ver-
ursacht. Ebenso ist eine grol3e parasitare Kapazitat
zwischen der Gegenelekirode und Verbindungs-
schichten vorhanden, die in der Datenleitungsan-
triebsschaltung 3 oder der Abtastleitungsantriebs-
schaltung 4 enthalten sind, da sich die Gegenelektro-
de "op" Uber die Datenleitungsantriebsschaltung 3
und die Abtastleitungsantriebsschaltung 4 erstreckt.
Daher besteht bei der Datenleitungsantriebsschal-
tung 3 auch ein Problem einer grof3en Last, die durch
die grol3e parasitare Kapazitat verursacht wird.

[0010] Der Erfinder der vorliegenden Erfindung hat
eine Technik zur Bildung eines Halbleiterfilms in einer
gewinschten Flache durch Ausgeben eines flissi-
gen Materials von einem Tintenstrahlkopf entwickelt.
Der Erfinder hat auch eine Technik zur Begrenzung
einer Flache entwickelt, wo ein organischer Halblei-
terfilm gebildet werden soll, indem die Flache von ei-
ner Bankschicht umgeben wird, so dass der organi-
sche Halbleiterfilm prazise in der begrenzten Flache
mit Hilfe der Tintenstrahltechnik gebildet werden
kann, ohne einen Teil zu erzeugen, der von der be-
grenzten Flache nach aullen ragt. Hier stellt der Er-
finder eine Technik zur Lésung der zuvor beschriebe-
nen Probleme unter Verwendung der obengenannten
Techniken vor.

[0011] Das heifdt, es ist eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Anzeigevorrichtung mit einem or-
ganischen Halbleiterfilm bereitzustellen, der auf ei-

nem Substrat gebildet ist, insbesondere in bestimm-
ten Flachen, die durch eine Bankschicht begrenzt
sind, wodurch verhindert wird, dass Datenleitungen
und Antriebsschaltungen eine parasitare Kapazitat
aufweisen.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0012] GemalR einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird zum Lésen der obengenannten Aufgabe
eine Anzeigevorrichtung bereitgestellt, die Elemente
umfasst, die auf einem Substrat gebildet sind, wobei
die Elemente folgende enthalten: eine Vielzahl von
Abtastleitungen; eine Vielzahl von Datenleitungen,
die sich in eine Richtung erstrecken, die die Richtung
schneidet, in die sich die Abtastleitungen erstrecken;
eine Vielzahl von allgemeinen Stromversorgungslei-
tungen, die sich in eine Richtung parallel zu den Da-
tenleitungen erstrecken; und Pixelbereiche, die in
Form einer Matrix gebildet sind, die durch die Daten-
leitungen und die Abtastleitungen definiert ist, wobei
jeder Pixelbereich umfasst: einen ersten TFT mit ei-
ner Torelektrode, zu der ein Abtastsignal Uber eine
der Abtastleitungen geleitet wird; einen Haltekonden-
sator zum Halten eines Bildsignals, das von einer
entsprechenden Datenleitung Gber den ersten TFT
zugeleitet wird; einen zweiten TFT mit einer Torelekt-
rode, zu dem das Bildsignal, das von dem Haltekon-
densator gehalten wird, geleitet wird; und ein Lumi-
neszenzelement mit einem organischen Halbleiter-
film, der zwischen einer Pixelelektrode, die in jedem
Pixelbereich bereitgestellt ist, und einer Gegenelekt-
rode, die sich Uber die Datenleitungen erstreckt, aus-
gebildet ist, so dass die Gegenelektrode der Vielzahl
von Pixelelektroden zugewandt ist, wobei das Lumi-
neszenzelement dazu ausgebildet ist, Licht zu emit-
tieren, wenn der organische Halbleiterfilm von einem
Antriebsstrom angetrieben wird, der zwischen der Pi-
xelelektrode und der Gegenelektrode flie3t, wenn die
Pixelelektrode elektrisch an eine entsprechende all-
gemeine Stromversorgungsleitung Uber den zweiten
Dunnfilmtransistor angeschlossen ist; wobei lichte-
mittierende Flachen des organischen Halbleiterfilms
von einer Bankschicht umgeben sind, die aus einem
Isolierfilm mit einer gréReren Dicke als jener des or-
ganischen Halbleiterfiims besteht, wobei die Bank-
schicht so gebildet ist, dass die Datenleitungen zu-
mindest teilweise mit der Bankschicht bedeckt sind.

[0013] Da in der vorliegenden Erfindung die Gegen-
elektrode zumindest Uber den gesamten Pixelberei-
chen oder in Form von Streifen Uber eine breite Fla-
che gebildet ist, ist die Gegenelektrode den Datenlei-
tungen zugewandt. Dies kann zu einer grof3en para-
sitaren Kapazitat fuhren, die jeder Datenleitung zuge-
ordnet ist. In der vorliegenden Erfindung jedoch ver-
hindert die Bankschicht, die zwischen den Datenlei-
tungen und der Gegenelektrode gebildet ist, das Auf-
treten einer groRen Kapazitat zwischen der Gegene-
lektrode und den Datenleitungen. Dies fihrt zu einer
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Verringerung in der Last der Datenleitungsantriebs-
schaltung. Daher ist es mdglich, eine Verringerung im
Energieverbrauch und eine Erhéhung der Geschwin-
digkeit des Anzeigevorgangs zu erreichen.

[0014] In der vorliegenden Erfindung kann eine ers-
te Antriebsschaltung zum Ausgeben des Bildsignals
Uber die Datenleitungen oder eine zweite Antriebs-
schaltung zum Ausgeben des Abtastsignals Uber die
Abtastleitungen gemeinsam mit der Vielzahl von Pi-
xelbereichen auf dem Substrat gebildet werden.
Wenn eine solche Antriebsschaltung an einer Stelle
gebildet ist, die der Gegenelektrode zugewandt ist,
hat die Verbindungsschicht, die in der Antriebsschal-
tung gebildet ist, auch eine grof3e parasitare Kapazi-
tat. In der vorliegenden Erfindung wird zur Vermei-
dung eines solchen Problems die Antriebsschaltung
mit der Bankschicht bedeckt, so dass verhindert wird,
dass der Antriebsstrom eine solche grof3e parasitare
Kapazitat in Bezug auf die Gegenelektrode hat. Dies
fuhrt zu einer Verringerung in der Last der Antriebs-
schaltung. Dadurch werden eine Verringerung im En-
ergieverbrauch und eine Erhéhung der Geschwindig-
keit des Anzeigevorgangs erreicht.

[0015] In der vorliegenden Erfindung kann der orga-
nische Halbleiterfilm ein Film sein, der mit Hilfe einer
Tintenstrahltechnik in Flachen gebildet wird, die von
der Bankschicht umgeben sind, wobei die Bank-
schicht ein wasserabstoRender Film sein kann, der
imstande ist, ein Austreten des organischen Halblei-
terfilms aus den zuvor beschriebenen Flachen wah-
rend des Herstellungsverfahrens des organischen
Halbleiterfilms mit Hilfe der Tintenstrahltechnik zu
verhindern. Um ein Austreten des organischen Halb-
leiterfilms mit Sicherheit zu verhindern, kann die
Bankschicht bis zu einer Dicke von etwa 1 ym gebil-
det werden. In diesem Fall muss der organische
Halbleiterfilm nicht unbedingt wasserabstoliend sein,
um eine gute Trennwand zu erhalten.

[0016] In der vorliegenden Erfindung ist es win-
schenswert, dass eine Flache jeder Pixelelektrode,
die den entsprechenden ersten Dunnfilmtransistor
oder zweiten Dunnfilmtransistor Gberlappt, auch mit
der Bankschicht bedeckt ist. In der vorliegenden Er-
findung wird in jenen Flachen der Pixelelektroden, die
die ersten Dinnfilmtransistoren oder die zweiten
Dunnfilmtransistoren Uberlappen, selbst wenn ein
Antriebsstrom durch den organischen Halbleiterfilm
zu der Gegenelektrode geleitet wird und Licht von
dem organischen Halbleiterfilm emittiert wird, das
Licht von dem ersten TFT oder dem zweiten TFT blo-
ckiert, und daher tragt eine solche Lichtemission
nicht zur Anzeige eines Bildes bei. Der Antriebs-
strom, der in einem solchen besonderen Bereich des
organischen Halbleiterfilms flief3t, der keinen Beitrag
zur Anzeige liefert, wird hierin als nutzloser Strom be-
zeichnet. In der vorliegenden Erfindung ist die Bank-
schicht in jenen Bereichen gebildet, wo ein nutzloser

Strom andernfalls auftrate, so dass in den Bereichen
kein nutzloser Strom fliel3t. Daher wird es maoglich,
den Strom, der durch die allgemeinen Stromversor-
gungsleitungen flielt, zu verringern. Daher ist es
moglich, die Breite der allgemeinen Stromversor-
gungsleitungen zu verringern, wodurch die lichtemit-
tierenden Flachen vergrofiert werden. Dies ermog-
licht eine Verbesserung in der Anzeigeleistung, wie
Helligkeit und Kontrast.

[0017] In der vorliegenden Erfindung ist die Bank-
schicht vorzugsweise aus einem schwarzen Resist-
film gebildet, so dass die Bankschicht auch als
schwarze Matrix dient, was zu einer Verbesserung
der Anzeigeleistung fuhrt. In der Anzeigevorrichtung
gemalf der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die Ge-
genelektrode zumindest Uber den gesamten Pixelbe-
reichen. oder in Form von Streifen Uber eine breite
Flache gebildet, und somit kann Licht, das von der
Gegenelektrode reflektiert wird, zu einer Verschlech-
terung im Kontrast flhren. In der vorliegenden Erfin-
dung wird das obengenannte Problem durch Bilden
der Bankschicht aus dem schwarzen Resist vermie-
den, der als schwarze Matrix dient, was auch dazu
dient, eine parasitare Kapazitat zu verhindern. Das
heil’t, die Bankschicht blockiert Licht, das von der
Gegenelektrode reflektiert wird, und somit wird der
Kontrast verbessert.

[0018] In der vorliegenden Erfindung werden die
Antriebsstréome zum Antreiben der entsprechenden
Lumineszenzelemente durch die allgemeinen Strom-
versorgungsleitungen geleitet, und somit ist die Gro-
Re des Stroms, der durch jede allgemeine Stromver-
sorgungsleitung geleitet wird, groRer als jene, die
durch jede Datenleitung fliel3t. Daher ist es in der vor-
liegenden Erfindung wiinschenswert, dass der Wi-
derstand jeder allgemeinen Stromversorgungsleitung
pro Einheitslange kleiner als der Widerstand jeder
Datenleitung pro Einheitslange ist, so dass die allge-
meine Stromversorgungsleitung eine grof3e Stromka-
pazitdt hat. Wenn zum Beispiel die allgemeinen
Stromversorgungsleitungen und die Datenleitungen
aus demselben Material hergestellt sind und dieselbe
Dicke haben, haben die allgemeinen Stromversor-
gungsleitungen vorzugsweise eine groRere Breite als
die Datenleitungen.

[0019] In der vorliegenden Erfindung ist es win-
schenswert, dass Pixelbereiche an beiden Seiten je-
der allgemeinen Stromversorgungsleitung angeord-
net sind, so dass sie mit dem Antriebsstrom tber die-
se allgemeine Stromversorgungsleitung versorgt
werden, und ferner Datenleitungen sich Uber die Pi-
xelbereiche auf den entsprechenden Seiten gegenu-
ber der allgemeinen Stromversorgungsleitung erstre-
cken. Das heildt, Elemente sind in einem Muster an-
geordnet, das periodisch in die Richtung entlang den
Abtastleitungen wiederholt wird, wobei die Muster-
einheit aus einer Datenleitung, Pixeln, die an diese
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Datenleitung angeschlossen sind, einer allgemeinen
Stromversorgungsleitung, Pixeln, die an diese allge-
meine Stromversorgungsleitung angeschlossen sind,
und einer Datenleitung, die ein Bildsignal zu diesen
Pixeln leitet, besteht. In dieser Anordnung ist nur eine
allgemeine Stromversorgungsleitung fir jeweils zwei
Linien von Pixeln notwendig. Im Vergleich zu dem
Fall, in dem eine allgemeine Stromversorgungslei-
tung fur jede Linie von Pixeln gebildet ist, wird die Ge-
samtflache klein, die fur die allgemeinen Stromver-
sorgungsleitungen erforderlich ist. Daher wird es
maglich, die lichtemittierende Flache zu vergréRern,
und dadurch wird die Anzeigeleistung, wie Helligkeit
und Kontrast, verbessert.

[0020] Da in der zuvor beschriebenen Konstruktion
zwei Datenleitungen nahe beieinander angeordnet
sind, kann eine Kreuzkopplung zwischen diesen zwei
Datenleitungen eintreten. In der vorliegenden Erfin-
dung wird zur Vermeidung des obengenannten Pro-
blems eine Verbindungsschicht vorzugsweise zwi-
schen diesen zwei Datenleitungen gebildet. In dieser
Anordnung, in der eine andere Verbindungsschicht,
die sich von den zwei Datenleitungen unterscheidet,
zwischen den zwei Datenleitungen angeordnet ist,
kann die Kreuzkopplung verhindert werden, indem
einfach die Verbindungsschicht zumindest fur eine
horizontale Abtastperiode bei einer konstanten Span-
nung gehalten wird.

[0021] In der vorliegenden Erfindung ist es in dem
Fall, in dem der organische Halbleiterfilm mit Hilfe der
Tintenstrahltechnik gebildet wird, winschenswert,
dass der mittige Abstand der Flachen des organi-
schen Halbleiterfilms in allen Pixelbereichen gleich
ist, die in der Richtung angeordnet sind, in die sich
die Abtastleitungen erstrecken. In diesem Fall ist es
nur notwendig, ein organisches Halbleitermaterial
von einem Tintenstrahlkopf in gleichen Intervallen
entlang der Richtung auszugeben, in die sich die Ab-
tastleitungen erstrecken. Dadurch wird es moglich,
das organische Halbleitermaterial exakt an bestimm-
ten Punkten mit einem einfachen Positionssteuersys-
tem abzugeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das
eine Anzeigevorrichtung gemaf der vorliegenden Er-
findung zeigt, in der eine Flache, in der eine Bank-
schicht ausgebildet ist, ebenso dargestellt ist.

[0023] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer Anzeige-
vorrichtung gemaR der vorliegenden Erfindung.

[0024] Fig. 3 ist eine vergroRerte Draufsicht, die ei-
nige Pixelbereiche der Anzeigevorrichtung gemaf
der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0025] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht entlang

der Linie A-A' von Fig. 3.

[0026] Fig. 5 ist eine Querschnittansicht entlang der
Linie B-B' von Fig. 3.

[0027] Fig. 6(A) ist eine Querschnittansicht entlang
der Linie C-C' von Fig. 3; und Fig. 6(B) ist eine Quer-
schnittansicht, die eine Struktur zeigt, in der die
Bankschicht so gebildet ist, dass eine Verbindungse-
lektrode nicht mit der Bankschicht bedeckt ist.

[0028] Fig.7 ist eine Graphik, die die I-V-Eigen-
schaften eines Lumineszenzelements zeigt, das in
der in Fig. 1 dargestellten Anzeigevorrichtung ver-
wendet wird.

[0029] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die die
Schritte zur Herstellung der Anzeigevorrichtung ge-
mal der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0030] Fig.9 ist ein Blockdiagramm, das eine ver-
besserte Ausflihrungsform einer Anzeigevorrichtung
auf der Basis der in Fig. 1 dargestellten Anzeigevor-
richtung zeigt.

[0031] Fig. 10(A) ist eine Querschnittansicht, die
eine Blindverbindungsschicht zeigt, die in der in
Fig. 9 dargestellten Anzeigevorrichtung ausgebildet
ist; und Fig. 10(B) ist eine Draufsicht auf diese.

[0032] Fig. 11 ist ein Blockdiagramm, das eine Mo-
difizierung der in Eiqa. 1 dargestellten Anzeigevorrich-
tung zeigt.

[0033] Fig. 12(A) ist eine vergroRerte Draufsicht,
die einen Pixelbereich zeigt, der auf der in Eig. 11
dargestellten Anzeigevorrichtung gebildet ist, und
Fig. 12(B) ist eine Querschnittsansicht davon.

[0034] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das eine her-
kémmliche Anzeigevorrichtung zeigt.

[0035] Fig. 14(A) ist eine vergroRerte Draufsicht,
die einen Pixelbereich zeigt, der auf der in Eig. 13
dargestellten Anzeigevorrichtung gebildet ist, und
Fig. 14(B) ist eine Querschnittsansicht davon.

BEZUGSZEICHEN

Bezugszeichenliste

1 Anzeigevorrichtung

2 Anzeigeflache

3 Datenleitungsantriebsschaltung (erste An-
triebsschaltung)

4 Abtastleitungsantriebsschaltung (zweite
Antriebsschaltung)

5 Prifschaltung

6 Anschlusselement

7 Pixelbereich
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10 Transparentes Substrat

20 Erster TFT

21 Torelektrode des ersten TFT

30 Zweiter TFT

31 Torelektrode des zweiten TFT

40 Lumineszenzelement

41 Pixelelektrode

42 Lécherinjektionsschicht

43 Organischer Halbleiterfilm

50 Torisolierfilm

51 Erster Zwischenschicht-Isolierfilm
52 Zweiter Zwischenschicht-Isolierfilm
DA Blindverbindungsschicht

bank Bankschicht

cap Haltekondensator

cline Kondensatorleitung

com Allgemeine Stromversorgungsleitung
gate Abtastleitung

op Gegenelektrode

sig Datenleitung, und

st Potenzialhalteelektrode

BESTE AUSFUHRUNGSFORM DER ERFINDUNG

[0036] Die vorliegende Erfindung wird in der Folge
unter Bezugnahme auf Ausfihrungsformen in Ver-
bindung mit den beiliegenden Zeichnungen naher
beschrieben.

Allgemeine Konstruktion des Substrats mit aktiver
Matrix

[0037] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das schema-
tisch die allgemeine Anordnung einer Anzeigevor-
richtung zeigt.

[0038] In der Anzeigevorrichtung 1 gemaf der vor-
liegenden Erfindung, wie in Eig. 1 dargestellt, ist eine
Anzeigeflache 2 in der Mitte der Oberflache eines
transparenten Substrats 10 gebildet, das als Basise-
lement der Anzeigevorrichtung dient. In einem peri-
pheren Bereich auf dem transparenten Substrat 10
sind eine Datenleitungsantriebsschaltung 3 (erste
Antriebsschaltung) zum Ausgeben eines Bildsignals
und eine Prifschaltung 5 an entsprechenden Seiten
an Enden der Datenleitungen "sig" gebildet, und Ab-
tastleitungsantriebsschaltungen 4 (zweite Antriebs-
schaltungen) zum Ausgeben eines Abtastsignals
sind an entsprechenden Seiten an beiden Enden von
Abtastleitungen ("gate") gebildet. In diesen Antriebs-
schaltungen 3 und 4 sind ein Schieberegister, Pegel-
verschieber und Analogschalter unter Verwendung
von komplementaren TFTs gebildet, die jeweils aus
einem n-Typ-TFT und einem p-Typ-TFT bestehen. In
einem peripheren Bereich auf dem transparenten
Substrat 10, aulRerhalb der Datenleitungsantriebs-
schaltung 3, sind Anschlusselemente 6 gebildet, die
als Anschlisse zum Eingeben eines Bildsignals, ver-
schiedener Spannungen und eines Pulssignals die-
nen.

[0039] In der Anzeigevorrichtung 1 mit der obenge-
nannten Struktur, wie im Falle eines Substrats mit ak-
tiver Matrix, das in einer Flissigkristall-Anzeigevor-
richtung verwendet wird, sind verschiedene Elemen-
te auf dem transparenten Substrat 10 gebildet. Sie
enthalten eine Vielzahl von Abtastleitungen "gate",
eine Vielzahl von Datenleitungen "sig", die sich in
eine Richtung erstrecken, die die Richtung schneidet,
in die sich die Vielzahl von Abtastleitungen "gate" er-
strecken, und eine Vielzahl von Pixelbereichen 7, die
in der Form einer Matrix gebildet sind, die durch die
Datenleitungen "sig" und die Abtastleitungen "gate"
gebildet ist.

[0040] Wie in Fig. 2 dargestellt, enthalt jeder Pixel-
bereich 7 einen ersten TFT 20 mit einer Torelektrode
21 (ersten Torelektrode), zu der ein Abtastsignal tber
eine Abtastleitung "gate" geleitet wird. Einer der
Source- und Drain-Bereiche des TFT 20 ist elektrisch
an eine Datenleitung "sig" angeschlossen, und der
andere ist elektrisch an eine Potenzialhalteelektrode
"st" angeschlossen. Ferner sind Kondensatorleitun-
gen "cline" in eine Richtung parallel zu den Abtastlei-
tungen "gate" gebildet, so dass Haltekondensatoren
"cap" zwischen den entsprechenden Kondensatorlei-
tungen "cline" und Potenzialhalteelektroden "st" ge-
bildet sind. Wenn daher ein erster TFT 20 von einem
Abtastsignal gewahlt und eingeschaltet wird, wird ein
Bildsignal von einer Datenleitung "sig" Gber den ers-
ten TFT 20 in einen Haltekondensator "cap" geschrie-
ben.

[0041] Die Potenzialhalteelektrode "st" ist an die
Torelektrode 31 (zweite Torelektrode) eines zweiten
TFT 30 elektrisch angeschlossen. Einer der Source-
und Drain-Bereiche des zweiten TFT 30 ist an eine
allgemeine Stromversorgungsleitung "com" elek-
trisch angeschlossen, wahrend der andere an eine
Elektrode (Pixelelektrode, die spater beschrieben
wird) eines Lumineszenzelements 40 elektrisch an-
geschlossen ist. Die allgemeine Stromversorgungs-
leitung "com" wird bei konstanter Spannung gehal-
ten. Wenn der zweite TFT 30 eingeschaltet wird, flie3t
daher elektrischer Strom von der allgemeinen Strom-
versorgungsleitung "com" Uiber den zweiten TFT 30 in
das Lumineszenzelement 40, und somit emittiert das
Lumineszenzelement 40 Licht.

[0042] In der vorliegenden Ausfihrungsform ist eine
allgemeine Stromversorgungsleitung "com" alle zwei
Pixelbereiche 7 derart angeordnet, dass sich die all-
gemeine Stromversorgungsleitung "com" an der
Grenze zwischen diesen zwei Pixelbereichen 7 befin-
det, die jeweils ein Lumineszenzelement 40 enthal-
ten, das einen Antriebsstrom Uber die allgemeine
Stromversorgungsleitung "com" empfangt. Jeder die-
ser zwei Pixelbereiche 7 hat seine eigene Datenlei-
tung "sig", die auf einer Seite gegentber der allge-
meinen Stromversorgungsleitung "com" angeordnet
ist. Das heil3t, Elemente sind in einem Muster ange-
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ordnet, das in die Richtung entlang den Abtastleitun-
gen "gate" periodisch wiederholt wird, wobei die Mus-
tereinheit aus einer Datenleitung "sig", Pixeln, die an
die Datenleitung angeschlossen sind, einer allgemei-
nen Stromversorgungsleitung "com", Pixeln, die an
diese allgemeine Stromversorgungsleitung ange-
schlossen sind, und einer Datenleitung "sig", die ein
Bildsignal zu diesen Pixeln leitet, besteht. In dieser
Anordnung wird nur eine allgemeine Stromversor-
gungsleitung "com" verwendet, um einen Antriebs-
strom zu zwei Linien von Pixeln zu leiten. Daher wird
im Vergleich zu dem Fall, in dem eine allgemeine
Stromversorgungsleitung "com" fiir jede Linie von Pi-
xeln gebildet ist, die Gesamtflache klein, die fir die
allgemeinen Stromversorgungsleitungen "com" erfor-
derlich ist. Daher wird es mdglich, die lichtemittieren-
de Flache zu vergréRern, und somit wird die Anzeige-
leistung, wie Helligkeit und Kontrast, verbessert. In
dieser Konstruktion sind zwei Spalten von Pixeln an
eine allgemeine Stromversorgungsleitung "com" an-
geschlossen, wahrend zwei Datenleitungen "sig", die
parallel verlaufen, nahe beieinander angeordnet
sind, so dass ein Bildsignal von ihnen zu Pixeln in
den entsprechenden Spalten geleitet wird.

Konstruktion von Pixelbereichen

[0043] Die Konstruktion jedes Pixelbereichs 7 der
Anzeigevorrichtung 1 wird in der Folge unter Bezug-
nahme auf Fig. 3 bis 6(A) beschrieben.

[0044] FEig.3 ist eine vergrolRerte Draufsicht, die
drei Pixelbereiche 7 der Vielzahl von Pixelbereichen
7 zeigt, die in der Anzeigevorrichtung 1 gemaf der
vorliegenden Ausfuhrungsform gebildet sind. Fiq. 4,
Fig. 5 und 6(A) sind Querschnittsansichten von
Eig. 3 entlang der Linie A-A', B-B' beziehungsweise
C-C.

[0045] An einer Stelle auf dem transparenten Subst-
rat 10, die der Linie A-A' in Eiq. 3 entspricht, wird ein
inselférmiger Siliziumfilm 200, der zur Bildung des
ersten TFT 20 verwendet wird, in jedem Pixelbereich
7 gebildet, und ein Torisolierfilm 50 wird auf der Ober-
flache des Siliziumfilms 200 gebildet, wie in Fig. 4
dargestellt. Eine Torelektrode 21 wird auf der Oberfla-
che des Torisolierfilms 50 gebildet. Source- und
Drain-Bereiche 22 und 23 werden durch Dotieren ei-
ner hohen Konzentration an Stérstellen in selbstaus-
richtender Weise in Bezug auf die Torelektrode 21
gebildet. Ein erster Isolierfilm 51 wird auf der oberen
Oberflache des Torisolierfilms 50 gebildet. Die Sour-
ce- und Drain-Bereiche 22 und 23 sind Uber ein Kon-
taktloch 61 oder 62, das in dem ersten Isolierfilm 50
ausgebildet ist, elektrisch an die Datenleitung "sig"
beziehungsweise die Potenzialhalteelektrode "st" an-
geschlossen.

[0046] Eine Kondensatorleitung "cline" ist in dersel-
ben Schicht, wo die Abtastleitung "gate" und die Tor-

elektrode 21 gebildet sind (das heifdt, in der Schicht
zwischen dem Torisolierfilm 50 und dem ersten Zwi-
schenschicht-Isolierfilm 51), in jedem Pixelbereich 7
so gebildet, dass die Kondensatorleitung "cline" sich
in eine Richtung parallel zu der Abtastleitung "gate"
erstreckt. Eine Verlangerung "st1" der Potenzialhalte-
elektrode "st" ist so gebildet, dass sie die Kondensa-
torleitung "cline" durch den ersten Zwischen-
schicht-Isolierfilm 51 Uberlappt. Infolgedessen ist ein
Haltekondensator "cap" zwischen der Kondensator-
leitung "cline" und der Verlangerung "st1" der Poten-
zialhalteelektrode "st" gebildet, wobei der erste Iso-
lierfilm 51 als dielektrischer Film des Haltekondensa-
tors "cap" dient. Ein zweiter Isolierfilm 52 ist in einer
Schicht Gber der Potenzialhalteelektrode "st" und der
Datenleitung "sig" gebildet.

[0047] An einer Stelle, die der Linie B-B' in Fig. 3
entspricht, sind zwei Datenleitungen "sig", die von
entsprechenden Pixelbereichen 7 benutzt werden,
nahe beieinander und parallel zueinander, wie in
Fig. 5 dargestellt, in einer Schicht auf dem ersten
Zwischenschicht-Isolierfilm 51, der auf dem transpa-
renten Substrat 10 gebildet ist, und auf dem zweiten
Zwischenschicht-Isolierfilm 52 angeordnet.

[0048] An einer Stelle, die der Linie C-C' in Eig. 3
entspricht, wird ein inselférmiger Siliziumfilm 300, der
zur Bildung des zweiten TFT 30 verwendet wird, wie
in Fig. 6(A) dargestellt, auf dem transparenten Sub-
strat 10 derart gebildet, dass sich der Siliziumfilm 300
Uber zwei Pixelbereiche 7 Uber eine allgemeine
Stromversorgungsleitung "com", die zwischen diesen
zwei Pixelbereichen 7 liegt, erstreckt. Ein Torisolier-
film 50 ist auf der Oberflache des Siliziumfilms 300
gebildet. Torelektroden 31 sind in den entsprechen-
den zwei Pixelbereichen 7 auf der Oberflache des To-
risolierfilms 50 derart gebildet, dass die Torelektro-
den 31 an beiden Seiten der allgemeinen Stromver-
sorgungsleitung "com" liegen. Source- und Drain-Be-
reiche 32 und 33 werden durch Dotieren einer hohen
Konzentration von Storstellen in selbstausrichtender
Weise in Bezug auf die Torelektroden 31 gebildet. Ein
erster Zwischenschicht-Isolierfilm 51 wird in einer
Schicht auf dem Torisolierfilm 50 gebildet. Verbin-
dungselektroden 35 sind elektrisch an die Source-
und Drain-Bereiche 32 (iber Kontaktlécher 63 ange-
schlossen, die in dem ersten Zwischenschicht-Iso-
lierfilm 51 ausgebildet sind. Andererseits ist der Teil
des Siliziumfilms 300, der ein gemeinsamer Source-
und Drain-Bereich 33 in der Mitte von zwei Pixelbe-
reichen 7 wird, elektrisch an die allgemeine Strom-
versorgungsleitung "com" Uber ein Kontaktloch 64
angeschlossen, das in dem ersten Zwischen-
schicht-Isolierfilm 51 ausgebildet ist. Ein zweiter Zwi-
schenschicht-Isolierfilm 52 ist in einer Schicht Uber
der Oberflache der allgemeinen Stromversorgungs-
leitung "com" ausgebildet und auch Uber der Oberfla-
che der Verbindungselektroden 35. ITO-Filme, die als
Pixelelektroden 41 dienen, sind auf der Oberflache
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des zweiten Zwischenschicht-Isolierfilms 52 ausge-
bildet. Die Pixelelektroden 41 sind elektrisch an die
entsprechenden Verbindungselektroden 35 durch
Kontaktlécher 65 angeschlossen, die in dem zweiten
Zwischenschicht-Isolierfilm 52 ausgebildet sind, und
des Weiteren durch die Verbindungselektroden 35 an
die entsprechenden Source- und Drain-Bereiche 32
der zweiten TFTs 30 elektrisch angeschlossen.

[0049] Jede Pixelelektrode 41 dient als eine der
Elektroden eines entsprechenden Lumineszenzele-
ments 40. Das heifl3t, eine Locherinjektionsschicht 42
und ein organischer Halbleiterfim 43 sind mehr-
schichtig auf der Oberflache der Pixelelektroden 41
gebildet, und ein Metallfilm aus aluminiumhaltigem
Lithium oder aus Kalzium, der als Gegenelektrode
"op" dient, ist auf der Oberflache des organischen
Halbleiterfilms 43 gebildet. Die Gegenelektrode "op"
ist mindestens Uber die gesamten Flachen aller Pixel-
bereiche 41 gebildet oder in Streifenform gebildet, so
dass sie als gemeinsame Elektrode dient, die bei ei-
ner konstanten Spannung gehalten wird.

[0050] In jedem Lumineszenzelement 40, das wie
zuvor beschrieben konstruiert ist, wird eine Span-
nung zwischen der Gegenelektrode "op" und der Pi-
xelelektrode 41 angelegt, die als positive bezie-
hungsweise negative Elektrode dienen. Wenn die an-
gelegte Spannung gréRer als eine Schwellenspan-
nung wird, steigt der Strom (Antriebsstrom), der
durch den organischen Halbleiterfilm 43 flie3t, abrupt
an, wie in Fig. 7 dargestellt ist. Daher dient das Lumi-
neszenzelement 40 als Elektrolumineszenzelement
oder LED und emittiert Licht. Das Licht, das vom Lu-
mineszenzelement 40 emittiert wird, wird von der Ge-
genelektrode "op" reflektiert und tber die transparen-
te Pixelelektrode 41 und das transparente Substrat
10 zur AuBenseite abgegeben.

[0051] Der Antriebsstrom zur Emission von Licht
wird durch einen Strompfad geleitet, der aus der Ge-
genelektrode "op", dem organischen Halbleiterfilm
43, der Locherinjektionsschicht 42, der Pixelelektro-
de 41, dem zweiten TFT 30 und der allgemeinen
Stromversorgungsleitung "com" besteht. Wenn der
zweite TFT 30 abgeschaltet wird, hort daher der An-
triebsstrom auf zu flieRen.

[0052] Wenn jedoch in der Anzeigevorrichtung 1 der
vorliegenden Erfindung ein erster TFT 20 von einem
Abtastsignal gewahlt und eingeschaltet wird, wird ein
Bildsignal tGiber den ersten TFT 20 von einer Datenlei-
tung "sig" in einen Haltekondensator "cap" geschrie-
ben. Dadurch. wird die Torelektrode des zweiten TFT
30 vom Haltekondensator "cap" bei einer Spannung
gehalten, die dem Bildsignal entspricht, selbst nach-
dem der erste TFT 20 abgeschaltet wurde, und somit
wird der zweite TFT 30 im eingeschalteten Zustand
gehalten. Dadurch flieRt der Antriebsstrom weiterhin
durch das Lumineszenzelement 40 und das entspre-

chende Pixel emittiert weiterhin Licht. Dieser Zustand
wird aufrechterhalten, bis der zweite TFT 30 ausge-
schaltet wird, nachdem neue Bilddaten in den Halte-
kondensator "cap" geschrieben wurden.

Verfahren zur Herstellung der Anzeigevorrichtung

[0053] In dem Verfahren zur Herstellung der Anzei-
gevorrichtung 1 mit der zuvor beschriebenen Struktur
sind die Schritte vom Anfang bis zur Bildung der ers-
ten TFTs 20 und der zweiten TFTs 30 auf dem trans-
parenten Substrat 10 ahnlich den Schritten zur Her-
stellung eines Substrats mit aktiver Matrix zur Ver-
wendung in einer Flussigkristall-Anzeigevorrichtung
1. Die Umrisse des Herstellungsverfahrens sind in
der Folge unter Bezugnahme auf Fig. 8 beschrieben.

[0054] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die die
Schritte zur Herstellung verschiedener Teile der An-
zeigevorrichtung 1 zeigt.

[0055] Zun&chst wird, wie in Fig. 8(A) dargestellt,
ein Siliziumoxidfilm, der als zugrunde liegender
Schutzfilm (nicht dargestellt) dient, mit einer Dicke
von etwa 2000 bis 5000 A auf einem transparenten
Substrat 10 mit Hilfe einer Plasma-CVD-Technik un-
ter Verwendung von Quellengasen, wie TEOS (Tetra-
ethoxysilan) und Sauerstoff, nach Bedarf, gebildet.
Dann wird die Temperatur des Substrats auf etwa
350°C eingestellt, und ein Halbleiterfilm 100 aus
amorphem Silizium mit einer Dicke von etwa 300 bis
700 A wird mit Hilfe von Plasma-CVD auf der Ober-
flache des darunter liegenden Schutzfilms gebildet.
Der Halbleiterfilm 100 aus amorphem Silizium wird
dann mit Hilfe von Laserglihen oder Festphasen-
wachstum kristallisiert, so dass der Halbleiterfilm 100
zu einem Polysiliziumfilm umgewandelt wird. Das La-
serglihen kann zum Beispiel unter Verwendung ei-
nes Exzimerlaserstrahls mit einer langeren Seiten-
ldnge von 400 mm mit einer Ausgangsleistung von
zum Beispiel 200 mJ/cm? ausgefiihrt werden. Die Li-
nienstrahlen werden so gefiihrt, dass benachbarte
abgetastete Linien eine Uberlappung von 90% der
Hochstleistung entlang der kirzeren Seiten des La-
serstrahls haben.

[0056] Der Halbleiterfilm 100 wird zu Inseln 200 und
300 des Halbleiterfilms strukturiert, wie in Fig. 8(B)
dargestellt. AnschlieRend wird ein Siliziumoxidfilm
oder ein Siliziumnitridfilm mit einer Dicke von etwa
600 bis 1500 A, der als Torisolierfilm 50 dient, mit Hil-
fe eines Plasma-CVD-Prozesses unter Verwendung
von TEOS (Tetraethoxysilan) und Sauerstoff als
Quellengase gebildet.

[0057] Wie in Fig. 8(C) dargestellt, wird danach ein
leitender Film durch Sputtern von Metall, wie Alumini-
um, Tantal, Molybdéan, Titan oder Wolfram gebildet.
Der leitende Film wird dann so strukturiert, dass Tor-
elektroden 21 und 31 gebildet werden (Torelektro-
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denbildungsschritt). In diesem Schritt werden auch
Abtastleitungen "gate" und Kondensatorleitungen
"cline" gebildet. In Fig. 8(C) bezeichnet das Bezugs-
zeichen 310 eine Verlangerung der Torelektrode 31.

[0058] AnschlieBend wird eine hohe Konzentration
von Phosphorionen so implantiert, dass Source- und
Drain-Bereiche 22, 23, 32 und 33 in den dinnen Sili-
ziumfilmen 200 und 300 in selbstausrichtender Weise
in Bezug auf die Torelektroden 21 und 31 gebildet
werden. Die Teile, in welche in diesem Schritt keine
Storstellen implantiert werden, werden zu Kanalbe-
reichen 27 und 37.

[0059] Wie in Fig. 8(D) dargestellt, wird danach ein
erster Zwischenschicht-Isolierfilm 51 gebildet und
dann werden darin Kontaktlécher 61, 62, 63, 64 und
69 gebildet. Ferner werden Datenleitungen "sig",
Kondensatorleitungen "cline", Potenzialhalteelektro-
den "st, die Verlangerungen "st1" enthalten, welche
Verlangerungen "310" der Torelektroden 31 Uberlap-
pen, allgemeine Stromversorgungsleitungen "com"
und Verbindungselektroden 35 gebildet. Infolgedes-
sen werden die Potenzialhalteelektroden "st" an die
entsprechenden Torelektroden 31 Uber entsprechen-
de Kontaktlécher 69 und Verlangerungen 310 elek-
trisch angeschlossen. Somit werden die ersten TFTs
20 und die zweiten TFTs 30 erhalten. Ferner werden
die Haltekondensatoren "cap" zwischen den entspre-
chenden Kondensatorleitungen "cline" und den Ver-
langerungen "st1" der Potenzialhalteelektroden "st"
gebildet.

[0060] Wie in Fig. 8(E) dargestellt, wird danach ein
zweiter Isolierfilm 52 gebildet und dann werden Kon-
taktlécher 65 in diesem zweiten Isolierfilm 52 an Stel-
len gebildet, die den Verbindungselektroden 35 ent-
sprechen. Anschliefiend wird ein ITO-film Uber der
gesamten Oberflache des zweiten Isolierfilms 52 ge-
bildet. Der ITO-Film wird dann so strukturiert, dass
Pixelelektroden gebildet werden, die an Source- und
Drain-Bereiche 32 der entsprechenden zweiten TFTs
30 uber Kontaktlécher 65 elektrisch angeschlossen
sind.

[0061] Wie in Fig. 8(F) dargestellt, wird dann eine
schwarze Resistschicht auf der Oberflache des zwei-
ten Zwischenschicht-Isolierfilms 52 gebildet. Die Re-
sistschicht wird dann zu der Form der Bankschicht
"bank" strukturiert, die die lichtemittierenden Flachen
umgibt, wo die Ldcherinjektionsschichten 42 und die
organischen Halbleiterfilme 43 der entsprechenden
Lumineszenzelemente 40 gebildet werden. Hier kdn-
nen die organischen Halbleiterfilme 43 in der Form
von zum Beispiel isolierten Kasten in den entspre-
chenden Pixeln oder in Form von Streifen gebildet
werden, die sich entlang den Datenleitungen "sig" er-
strecken. In jedem Fall ist es nur erforderlich, die
Bankschicht "bank" zu der entsprechenden Form
nach dem Herstellungsverfahren der vorliegenden

Ausfihrungsform zu bilden.

[0062] Dann wird ein flissiges Material (Vorlaufer)
zur Bildung der Lécherinjektionsschichten 42 von ei-
nem Tintenstrahlkopf IJ in die inneren Flachen, die
von der Bankschicht "bank" umgeben sind, abgege-
ben, wodurch die Ldcherinjektionsschichten 42 in
den inneren Flachen gebildet werden, die von der
Bankschicht "bank" umgeben sind. Ebenso wird ein
flissiges Material (Vorlaufer) zur Bildung der organi-
schen Halbleiterfilme 43 von dem Tintenstrahlkopf IJ
in die inneren Flachen, die von der Bankschicht
"bank" umgeben sind, abgegeben, wodurch die orga-
nischen Halbleiterfilme 43 in den inneren Flachen ge-
bildet werden, die von der Bankschicht "bank" umge-
ben sind. Da die Bankschicht aus dem Resists gebil-
det ist, ist die Bankschicht wasserabstoRend. Ande-
rerseits weist der Vorlaufer der organischen Halblei-
terfilme 43 die Form eines hydrophilen Lésemittels
auf. Dies garantiert, dass die organischen Halbleiter-
filme 43 nur in den Flachen abgegeben werden, die
durch die Bankschicht "bank" definiert sind, ohne ei-
nen Teil zu erzeugen, der in ein benachbartes Pixel
ragt. Diese Technik ermdglicht die Bildung der orga-
nischen Halbleiterfilme 43 oder dergleichen nur in er-
wiinschten Bereichen. Wenn jedoch die Bankschicht
"bank" mit Trennwanden gebildet wird, die bis zu
etwa 1 pm hoch sind, kdnnen die Trennwande der
Bankschicht "bank" gut funktionieren, selbst wenn sie
nicht wasserabstof3end sind. Ferner kann die Bank-
schicht "bank" auch zum Begrenzen von Flachen ver-
wendet werden, wo die Ldcherinjektionsschichten 42
und die organischen Halbleiterfilme 43 mit Hilfe einer
Beschichtungstechnik anstelle der Tintenstrahltech-
nik gebildet werden.

[0063] Wenn in der vorliegenden Ausfuhrungsform
der organische Halbleiterfilm 43 und die Lécherinjek-
tionsschicht 42 mit Hilfe der Tintenstrahltechnik gebil-
det werden, ist der mittige Abstand P der Flachen, wo
der organische Halbleiterfilm 43 gebildet wird, auf ei-
nen gleichen Wert Uber alle Pixelbereiche 7 einge-
stellt, die in die Richtung entlang den Abtastleitungen
"gate" angeordnet sind, wie in Fig. 3 dargestellt, wo-
durch eine hohe Produktivitat erreicht wird. In diesem
Fall ist es einfach notwendig, ein Material fir den or-
ganischen Halbleiterfilm von dem Tintenstrahlkopf IJ
in gleichen Intervallen entlang der Richtung abzuge-
ben, die durch einen Pfeil Q bezeichnet ist, in die sich
die Abtastleitungen "gate" erstrecken. Somit kann
eine hohe Produktivitat erreicht werden. Da die An-
forderung an den Tintenstrahlkopf IJ nur darin be-
steht, sich in gleichen Intervallen zu bewegen, kann
eine hohe Abgabegenauigkeit unter Verwendung ei-
nes einfachen Mechanismus zum Bewegen des Tin-
tenstrahlkopfs IJ erreicht werden.

[0064] Wie in Fig. 8(G) dargestellt, wird danach die
Gegenelektrode "op" auf der gesamten Flache der
Oberflache des transparenten Substrats 10 oder in
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Form von Streifen gebildet. Die Bankschicht "bank",
die aus schwarzem Resist besteht, wird vor Ort be-
lassen, so dass sie als schwarze Matrix BM und auch
als Isolierschicht zur Verringerung der parasitaren
Kapazitat dient.

[0065] TFTs werden auch in der Abtastleitungsan-
triebsschaltung 3 und der Abtastleitungsantriebs-
schaltung 4 gebildet, die in Fig. 1 dargestellt sind,
wobei diese TFTs unter Verwendung aller oder eines
Teils der zuvor beschriebenen Herstellungsschritte
gebildet werden, die zur Bildung der TFTs in den Pi-
xelbereichen verwendet werden. Daher werden die
TFTs in den Antriebsschaltungen in derselben
Schicht gebildet, in der die TFTs in den Pixelberei-
chen 7 gebildet sind.

[0066] Sowohl die ersten TFTs 20 als auch die zwei-
ten TFTs 30 kdnnen entweder vom N-Typ oder P-Typ
sein. Andernfalls kdnnen entweder die ersten TFTs
20 oder die zweiten TFTs 30 vom N-Typ sein und die
anderen kénnen vom P-Typ sein. In jedem Fall kon-
nen die TFTs unter Verwendung einer bekannten
Technik gebildet werden und somit wird das Herstel-
lungsverfahren der TFTs hier nicht ndher beschrie-
ben.

[0067] In den Lumineszenzelementen 40 kann die
Loécherinjektionsschicht 42 entfernt werden, obwohl
die Leuchteffizienz leicht abnimmt. Wenn eine Elek-
troneninjektionsschicht anstelle der Lécherinjektions-
schicht 42 auf dem organischen Halbleiterfilm 43 an
der Seite gebildet wird, die der Loécherinjektions-
schicht 42 gegenuberliegt, kbnnen sowohl die Loche-
rinjektionsschicht 42 als auch die Elektroneninjekti-
onsschicht gebildet werden.

Flache, in der die Bankschicht gebildet wird

[0068] In der vorliegenden Ausfiihrungsform wird
die zuvor beschriebene Bankschicht "bank" Gber dem
gesamten peripheren Bereich (diagonal schraffierte
Flache in Eig. 1) auf dem transparenten Substrat 10
gebildet, wie in Eig. 1 dargestellt. Dadurch werden
die Datenleitungsantriebsschaltung 3 und die Abtast-
leitungsantriebsschaltung 4 mit der Bankschicht
"bank" bedeckt. Wenn daher die Gegenelektrode
"op" so gebildet wird, dass sie sich Uber den Bereich
erstreckt, wo die Antriebsschaltungen gebildet sind,
liegt die Bankschicht "bank" zwischen der Gegene-
lektrode "op" und den Verbindungsschichten in den
Antriebsschaltungen. Dadurch wird. eine parasitare
Kapazitat bei den Antriebsschaltungen 3 und 4 ver-
hindert. Dies fihrt zu einer Verringerung in der Last
der Antriebsschaltungen 3 und 4 und somit wird eine
Verringerung im Energieverbrauch und eine Erho-
hung in der Geschwindigkeit des Anzeigevorgangs
erreicht.

[0069] Ferner wird in der vorliegenden Ausfuh-

rungsform, wie in Fig. 3 bis Fig. 5 dargestellt, die
Bankschicht "bank" so gebildet, dass sie sich Uber
die Datenleitungen "sig" erstreckt, und somit liegt die
Bankschicht "bank" auch zwischen der Gegeneleki-
rode "op" und den Datenleitungen "sig". Daher wird
eine parasitare Kapazitat bei den Datenleitungen
"sig" verhindert. Dies flhrt zu einer Verringerung in
der Last der Datenleitungsantriebsschaltung 3. Da-
her kann eine Verringerung im Energieverbrauch und
eine Erhodhung in der Geschwindigkeit des Anzeige-
vorgangs erreicht werden.

[0070] Wie in Fig. 3, Fig. 4 und 6(A) dargestellt, ist
in der vorliegenden Ausfuhrungsform ferner die
Bankschicht "bank" auch so gebildet, dass der Be-
reich der Pixelelektrode 41, der die Verbindungselek-
trode 35 Uberlappt, mit der Bankschicht "bank" be-
deckt ist. Wenn in diesem Bereich keine Bankschicht
"bank" vorhanden ware, die die Verbindungselektro-
de 35 Uberlappt, wie in Fig. 6(B) dargestellt, wiirde
ein Antriebsstrom in diesem Bereich zwischen der
Gegenelektrode "op" und der Pixelelektrode 41 flie-
Ren, und der organische Halbleiterfilm 43 in diesem
Bereich wirde Licht emittieren. Das Licht, das von ei-
nem solchen Bereich emittiert wird, ware jedoch zwi-
schen der Verbindungselektrode 35 und der Gegen-
elektrode "op" begrenzt und wirde nicht nach aufen
emittiert werden. Daher lieferte das Licht keinen Bei-
trag zur Anzeige eines Bildes. Somit ist ein solcher
Antriebsstrom nutzlos.

[0071] In der vorliegenden Ausfihrungsform wird
zur Vermeidung eines solchen Problems die Bank-
schicht "bank" in dem Bereich gebildet, wo andern-
falls ein nutzloser Strom flosse, so dass der Antriebs-
strom daran gehindert wird, in diesem Bereich zu flie-
Ren. Dies verhindert auch, dass der nutzlose Strom
durch die allgemeine Stromversorgungsleitung "com"
flieRt. Daher kann die Breite der allgemeinen Strom-
versorgungsleitung "com" um ein Maf verringert wer-
den, das der Verringerung im Strom entspricht. In der
vorliegenden Ausflihrungsform miissen die allgemei-
nen Stromversorgungsleitungen "com" im Gegensatz
zu den Datenleitungen "sig" einen groften Strom zum
Antreiben der Lumineszenzelemente 40 fiihren. Das
heil3t, jede allgemeine Stromversorgungsleitung
"com" muss einen Antriebsstrom zu zwei Linien von
Pixeln leiten. Zu diesem Zweck werden die allgemei-
nen Stromversorgungsleitungen "com" unter Ver-
wendung desselben Materials wie jenem der Daten-
leitungen "sig" gebildet, haben aber eine gréRere
Breite als die Breite der Datenleitungen "sig", so dass
der Widerstand der allgemeinen Stromversorgungs-
leitungen "com" pro Einheitslange geringer wird als
der Widerstand der Datenleitungen "sig" pro Einheits-
lange. Da in der vorliegenden Ausfiihrungsform der
nutzlose Strom daran gehindert wird, durch die allge-
meinen Stromversorgungsleitungen "com" zu flie-
Ren, wie zuvor beschrieben wurde, kann die Breite
der allgemeinen Stromversorgungsleitungen "com"
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auf ein erforderliches Mindestmal3 verringert werden.
Dadurch kann die lichtemittierende Flache der Pixel-
bereiche 7 vergroRert werden. Somit kann die Anzei-
geleistung, wie Helligkeit und Kontrast, verbessert
werden.

[0072] Wenn die Bankschicht "bank" auf die zuvor
beschriebene Weise gebildet wird, kann die die
Bankschicht "bank" als schwarze Matrix dienen, was
zu einer Verbesserung in der Anzeigeleistung, wie
dem Kontrast, fihrt. Da in der Anzeigevorrichtung 1
gemal der vorliegenden Ausfihrungsform die Ge-
genelektrode "op" auf dem transparenten Substrat 10
Uber die gesamten Pixelbereiche 7 oder in Form von
Streifen Uber eine breite Flache gebildet wird, kann
Licht, das von der Gegenelektrode "op" reflektiert
wird, den Kontrast mindern. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform wird zur Vermeidung des obengenann-
ten Problems die Bankschicht aus dem schwarzen
Resist gebildet, so dass sie als schwarze Matrix
dient, die Licht blockiert, das von der Gegenelektrode
"op" reflektiert wird, und somit wird der Kontrast ver-
bessert, wobei die Bankschicht auch dazu dient, die
parasitare Kapazitat zu verhindern.

Verbesserte Ausflihrungsform

[0073] In den zuvor beschriebenen Ausfiihrungsfor-
men ist eine allgemeine Stromversorgungsleitung
"com" fUr jeweils zwei Linien von Fixelbereichen 7 ge-
bildet, so dass sich die allgemeine Stromversor-
gungsleitung "com" in der Mitte der zwei Linien von
Pixelbereichen befindet, und dass Pixelbereiche 7 an
beiden Seiten der allgemeinen Stromversorgungslei-
tung "com" mit dem Antriebsstrom Uber diese allge-
meine Stromversorgungsleitung "com" versorgt wer-
den. Ferner sind in den zuvor beschriebenen Ausfih-
rungsformen zwei Datenleitungen "sig" an Stellen ge-
bildet, die nahe beieinander liegen, so dass sie sich
Uber die Pixelbereiche 7 an der Seite erstrecken, die
der allgemeinen Stromversorgungsleitung "com" ge-
genuberliegt. In dieser Struktur kann eine Kreuz-
kopplung zwischen den zwei Datenleitungen "sig"
auftreten. In einer verbesserten Ausflihrungsform
wird zur Vermeidung des obengenannten Problems
eine Blindverbindungsschicht DA zwischen den zwei
Datenleitungen "sig" gebildet, wie in Fig.9 und
Fig. 10(A) und 10(B) dargestellt. Die Blindverbin-
dungsschicht DA kann unter Verwendung zum Bei-
spiel eines ITO-Films DA1 gebildet werden, der
gleichzeitig mit den Pixelelektroden 41 gebildet wird.
Als Alternative kann die Blindverbindungsschicht DA
unter Verwendung einer Verlangerung DA2 gebildet
werden, die durch Verlangern der Kondensatorlei-
tung "cline" in den Bereich zwischen den zwei Daten-
leitungen "sig" gebildet wird. Ferner kdnnen beide als
Blindverbindungsschicht DA verwendet werden.

[0074] In der vorangehenden Anordnung, in der
eine andere Verbindungsschicht, die sich von den

zwei Datenleitungen "sig" unterscheidet, die nahe
beieinander angeordnet sind, zwischen den zwei Da-
tenleitungen "sig" angeordnet ist, kann die Kreuz-
kopplung verhindert werden, indem einfach die Ver-
bindungsschicht DA (DA1, DA2) zumindest fir eine
horizontale Abtastperiode bei einer konstanten Span-
nung gehalten wird. Wahrend der erste Zwischen-
schicht-Isolierfilm 51 und der zweite Zwischen-
schicht-Isolierfilm 52 eine Dicke von etwa 1,0 ym ha-
ben, ist der Abstand zwischen den zwei Datenleitun-
gen "sig" etwa 2 um oder mehr. Daher ist die Kapazi-
tat zwischen den zwei Datenleitungen "sig" vernach-
I&ssigbar gering im Vergleich zu der Kapazitat zwi-
schen der Blindverbindungsschicht DA (DA1, DA2)
und jeder Datenleitung "sig". Dadurch wird ein Hoch-
frequenz-Lecksignal von den Datenleitungen "sig von
der Blindverbindungsschicht DA absorbiert und somit
wird eine Kreuzkopplung zwischen den zwei Daten-
leitungen "sig" verhindert.

Weitere Ausfiihrungsformen

[0075] Obwohl in den zuvor beschriebenen Ausfih-
rungsformen die Haltekondensatoren "cap" unter
Verwendung der Kondensatorleitungen "cline" (Kon-
densatorelektroden) gebildet wird, kénnen die Halte-
kondensatoren "cap" auch unter Verwendung des
Polysiliziumfilms gebildet werden, der zur Bildung der
TFTs verwendet wird, wie zuvor unter Bezugnahme
auf die herkdbmmliche Technik beschrieben wurde.

[0076] Die Haltekondensatoren "cap" kénnen auch
zwischen den allgemeinen Stromversorgungsleitun-
gen "com" und den Potenzialhalteelektroden "st" ge-
bildet werden, wie in Fig. 11 dargestellt. In diesem
Fall, wie in Fig. 12(A) und 12(B) dargestellt, wird die
Verlangerung 310 jeder Torelektrode 31 zum elektri-
schen Verbinden der Torelektrode 31 mit der entspre-
chenden Potenzialhalteelektrode "st" zu einer Stelle
unter der entsprechenden allgemeinen Stromversor-
gungsleitung "com" verlangert, so dass der Haltekon-
densator "cap" zwischen der Verlangerung 310 und
der allgemeinen Stromversorgungsleitung "com" ge-
bildet wird, wobei der erste Zwischenschicht-Isolier-
film 51 als dielektrischer Film des Haltekondensators
"cap" dient.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0077] Wie zuvor beschrieben, ist die Anzeigevor-
richtung gemaf der vorliegenden Erfindung dadurch
gekennzeichnet, dass die isolierende Bankschicht
zur Begrenzung der Flachen, wo die organischen
Halbleiterfilme der Lumineszenzelemente gebildet
werden, auch zwischen der Gegenelektrode und den
Datenleitungen oder zwischen der Gegenelektrode
und den Antriebsschaltungen gebildet wird. Dadurch
kann eine parasitdre Kapazitat verhindert werden,
die mit Datenleitungen und Verbindungsschichten in
Antriebsschaltungen zusammenhangt, selbst wenn
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eine Uberlappung zwischen der Gegenelektrode und
den Datenleitungen oder den Antriebsschaltungen
vorliegt. Dadurch werden die Lasten der Antriebs-
schaltungen verringert. Ferner wird es mdglich, ein
Bildsignal bei hdheren Frequenzen zu handhaben.

Patentanspriiche

1. Anzeigevorrichtung (1), umfassend Elemente,
die auf einem Substrat (10) gebildet sind, wobei die
Elemente folgende enthalten: eine Vielzahl von Ab-
tastleitungen (gate); eine Vielzahl von Datenleitun-
gen (sig), die sich in eine Richtung erstrecken, die die
Richtung schneidet, in die sich die Abtastleitungen
(gate) erstrecken; eine Vielzahl von allgemeinen
Stromversorgungsleitungen (com), die sich in eine
Richtung parallel zu den Datenleitungen (sig) erstre-
cken; und Pixelbereiche (7), die in Form einer Matrix
gebildet sind, die durch die Datenleitungen (sig) und
die Abtastleitungen (gate) definiert ist, wobei jeder Pi-
xelbereich (7) umfasst: einen ersten Dinnfilmtransis-
tor (20) mit einer Torelektrode (21), zu der ein Abtast-
signal Uber eine der Abtastleitungen (gate) geleitet
wird; einen Haltekondensator (cap) zum Halten eines
Bildsignals, das von einer entsprechenden Datenlei-
tung (sig) Uber den ersten Dinnfilmtransistor (20) zu-
geleitet wird; einen zweiten Dunnfilmtransistor (30)
mit einer Torelektrode (31), zu dem das Bildsignal,
das von dem Haltekondensator (cap) gehalten wird,
geleitet wird; und ein Lumineszenzelement (40) mit
einem organischen Halbleiterfilm (43), der zwischen
einer Pixelelektrode (41), die in jedem Pixelbereich
(7) bereitgestellt ist, und einer Gegenelektrode (op),
die sich Uber die Datenleitungen (sig) erstreckt, aus-
gebildet ist, so dass die Gegenelektrode (op) der
Vielzahl von Pixelelektroden (41) zugewandt ist, wo-
bei das Lumineszenzelement (40) dazu ausgebildet
ist, Licht zu emittieren, wenn der organische Halblei-
terfilm (93) von einem Antriebsstrom angetrieben
wird, der zwischen der Pixelelektrode (41) und der
Gegenelektrode (op) flieRt, wenn die Pixelelektrode
(41) elektrisch an eine entsprechende allgemeine
Stromversorgungsleitung (com) Uber den zweiten
Dunnfilmtransistor (30) angeschlossen ist; und
dadurch gekennzeichnet, dass lichtemittierende
Flachen des organischen Halbleiterfiims (43) von ei-
ner Bankschicht (bank) umgeben sind, die aus einem
Isolierfilm mit einer gréReren Dicke als jener des or-
ganischen Halbleiterfilms (93) besteht, wobei die
Bankschicht (bank) so gebildet ist, dass die Datenlei-
tungen (sig) zumindest teilweise mit der Bankschicht
(bank) bedeckt sind.

2. Anzeigevorrichtung (1) nach Anspruch 1, wo-
bei auf dem Substrat (10) gemeinsam mit der Viel-
zahl von Pixelbereichen (7) auch zumindest eine
oder beide einer ersten Antriebsschaltung (3) zum
Ausgeben des Bildsignals Uber die Datenleitungen
(sig) und einer zweiten Antriebsschaltung (4) zum
Ausgeben des Abtastsignals Uber die Abtastleitun-

gen (gate) gebildet sind, und wobei mindestens eine
oder beide Antriebsschaltungen mit der Bankschicht
(bank) bedeckt sind.

3. Anzeigevorrichtung (1), umfassend Elemente,
die auf einem Substrat (10) gebildet sind, wobei die
Elemente folgende enthalten: eine Vielzahl von Ab-
tastleitungen (gate); eine Vielzahl von Datenleitun-
gen (sig), die sich in eine Richtung senkrecht zu der
Richtung erstrecken, in die sich die Abtastleitungen
(gate) erstrecken; eine Vielzahl von allgemeinen
Stromversorgungsleitungen (com), die sich in eine
Richtung parallel zu den Datenleitungen (sig) erstre-
cken; zumindest eine oder beide einer ersten An-
triebsschaltung (3) zum Ausgeben eines Bildsignals
Uber die Datenleitungen (sig) und einer zweiten An-
triebsschaltung (4) zum Ausgeben eines Abtastsig-
nals Uber die Abtastleitungen (gate); und Pixelberei-
che (7), die in Form einer Matrix gebildet sind, die
durch die Datenleitungen (sig) und die Abtastleitun-
gen (gate) definiert ist, wobei jeder Pixelbereich (7)
umfasst: einen ersten Dunnfilmtransistor (20) mit ei-
ner Torelektrode (21), zu der das Abtastsignal Gber
eine der Abtastleitungen (gate) geleitet wird; einen
Haltekondensator (cap) zum Halten des Bildsignals,
das von einer entsprechenden Datenleitung (sig)
Uber den ersten Dunnfilmtransistor (20) zugeleitet
wird; einen zweiten DuUnnfilmtransistor (30) mit einer
Torelektrode (31), zu der das Bildsignal, das von dem
Haltekondensator (cap) gehalten wird, geleitet wird;
und ein Lumineszenzelement (40) mit einem organi-
schen Halbleiterfilm (43), der zwischen einer Pixele-
lektrode (41), die in jedem Pixelbereich (7) bereitge-
stelltist, und einer Gegenelektrode (op), die sich tber
die Datenleitungen (sig) erstreckt, ausgebildet ist, so
dass die Gegenelektrode (op) der Vielzahl von Pixel-
elektroden (41) zugewandt ist, wobei das Lumines-
zenzelement (40) dazu ausgebildet ist, Licht zu emit-
tieren, wenn der organische Halbleiterfilm (43) von ei-
nem Antriebsstrom angetrieben wird, der zwischen
der Pixelelektrode (41) und der Gegenelektrode (op)
flieRt, wenn die Pixelelektrode (41) elektrisch an eine
entsprechende allgemeine Stromversorgungsleitung
(com) uber den zweiten DUnnfilmtransistor (30) an-
geschlossen ist; und
dadurch gekennzeichnet, dass die lichtemittierenden
Flachen des organischen Halbleiterfilms (43) von ei-
ner Bankschicht (bank) umgeben sind, die aus einem
Isolierfilm mit einer gréReren Dicke als jener des or-
ganischen Halbleiterfilms (43) besteht, wobei die
Bankschicht (bank) so gebildet ist, dass zumindest
eine oder beide der Antriebsschichten (34) mit der
Bankschicht (bank) bedeckt sind.

4. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 3, wobei der organische Halbleiterfilm
(43) ein Film ist, der durch eine Tintenstrahltechnik in
den Flachen gebildet wird, die von der Bankschicht
(bank) umgeben sind, und wobei die Bankschicht
(bank) ein wasserabstoliender Film ist.
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5. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 3, wobei der organische Halbleiterfilm
(43) ein Film ist, der durch eine Tintenstrahltechnik in
den Flachen gebildet wird, die von der Bankschicht
(bank) umgeben sind, und wobei die Bankschicht
(bank) eine Dicke gleich oder grofier 1 um aufweist.

6. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 5, wobei eine Flache jeder Pixelelektro-
de (41), die den entsprechenden ersten Dunnfilm-
transistor (20) oder zweiten Dinnfilmtransistor (30)
Uberlappt, mit der Bankschicht (bank) bedeckt ist.

7. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 6, wobei die Bankschicht (bank) aus ei-
nem schwarzen Resistfilm gebildet ist.

8. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 7, wobei der Widerstand der allgemei-
nen Stromversorgungsleitungen (com) pro Einheits-
lange kleiner als der Widerstand der Datenleitungen
(sig) pro Einheitslange ist.

9. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 7, wobei die allgemeinen Stromversor-
gungsleitungen (com) und die Datenleitungen (sig)
aus demselben Material bestehen und dieselbe Di-
cke aufweisen, wahrend die Breite der allgemeinen
Stromversorgungsleitungen (com) grofRer als die
Breite der Datenleitungen (sig) ist.

10. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 9, wobei Pixelbereiche (7), die an bei-
den Seiten jeder allgemeinen Stromversorgungslei-
tung (com) angeordnet sind, mit dem Antriebsstrom
Uber diese allgemeine Stromversorgungsleitung
(com) versorgt werden, und Datenleitungen (sig) sich
Uber die Pixelbereiche (7) auf den entsprechenden
Seiten gegeniber der allgemeinen Stromversor-
gungsleitung (com) erstrecken.

11. Anzeigevorrichtung (1) nach Anspruch 10,
wobei eine Verbindungsschicht zwischen den zwei
Datenleitungen (sig) gebildet ist, die sich, Uber die Pi-
xelbereiche (7), an den Seiten gegenuber jeder allge-
meinen Stromversorgungsleitung (com) erstrecken.

12. Anzeigevorrichtung (1) nach einem der An-
spriche 1 bis 11, wobei der mittige Abstand der FIa-
chen des organischen Halbleiterfilms (43) in allen Pi-
xelbereichen (7) gleich ist, die entlang einer Richtung
parallel zu der Verlaufsrichtung der Abtastleitungen
(gate) angeordnet sind.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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[FIG. 8]
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(FIG. I1]
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[FIG. 13]
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